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化合物半導体の光照射下での陽極溶
解 
 ・平坦面形成エッチング技術 
 ・欠陥検出エッチング技術 
・ 光電流測定による条件設定技術
加工技術としての平坦
エッチング技術
GaNのプラズマエッチ
ング技術 
 ・プラズマダメージ 
GaNの溶融KOHエッチン
グ技術 
・300℃以上の高温容
器の問題、危険性 
結晶の評価法としての
欠陥検出技術 
開発済新技術
素子化プロセス技術
 
シーズ 
1μm 
(a) 樹木状ヒロックと
しての転位欠陥の
検出 
(b) 平坦面の形成 
GaN膜の光電気化学エッチング面のSEM写真 
光電気化学エッ
チング技術 
